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. OBJETIVOS :

Al término de la asignatura el estudiante debesrefdr a cabalidad los fendmenos fisicos de los
semiconductores, sus limitaciones, manejo y utilisg estar en capacidad de disefiar amplificadiees
baja frecuencia y pequefia sefial con transistopeédoes (BJT) y de efecto de campo (FETS).

I PROGRAMA SINTETICO (SYLLABUS) :

Introduccion a los Semiconductores
Teoria de la union P-N.

Diodo Semiconductor

Transistores de Unién Bipolar BJT's

El transistor de Efecto de Campo JFET
El MOSFET

El transistor Unijuntura

El SCR

Il. PROGRAMA ANALITICO :

Cap. 1 Introduccion a los Semiconductores

1.1 Comportamiento eléctrico de los materialesdcaatores, aisladores, semiconductores).
1.2 Estructura cristalina de silicio y de gernosani

1.3 Conduccidn eléctrica en un semiconductorrig&r€o

1.4 Semiconductor tipo P y tipo N.

Cap. 2. Teoria de la union P-N.

2.1 Mecanismo de funcionamiento de una unién Rihacion de la barrera de potencial.

2.2 Anchura de las regiones de la barrera poteaifuncion de las concentraciones de dopadores.
2.3 Unién polarizada directa e inversamente.

2.4 Corrientes de la union. Efectos térmicos.

Cap. 3 Diodo Semiconductor

3.1 Caracteristicas estaticas. Capacidades dediamy de difusién

3.2 Especificaciones y verificacién del diodo.

3.3 Resistencia estética, dinamica y promedio.

3.4 Circuitos equivalentes.

3.5 Recortadores vy fijadores, rectificacion delime onda completa.

3.6 Diodos Zener, varactor, tunel, fotodiodospéeldas, LED’s, LCD’s, celdas solares, termistores.

Cap. 4. Transistores de Unidn Bipolar BJT's

4.1 Construccion de transistor.

4.2 Operacion del transistor.

4.3 Concepto de factor de eficiencia, factotrdasporte y factor de ganancia.
4.4 Tensiones de ruptura, corriente de fugaitém

4.5 Configuraciones EC, CC, BC.
4.6 Caracteristicas de entrada y salida (EC).



4.7 Técnicas de fabricacion.
4.8 Tolerancia y efectos térmicos.
4.9 Polarizacion de transistores bipolares.

Cap. 5. Eltransistor de Efecto de Campo JFET
5.1 Descripcién del efecto de campo.
1.2.1 Transistores a efecto de campo. Construccion yteafsticas del JFET.

Cap. 6 EI MOSFET
6.1 Caracteristicas, construccion y parametro$f@$FET.
6.2 El transistor VMOS (potencia).

Cap. 7 El transistor Unijuntura

7.1 Estructura y funcionamiento del UJT.

7.2 Interpretacion de datos, técnicas en manuales.

7.3 Oscilador de relajacion U.J.T.

Cap. 8. EISCR

8.1 Estructura y funcionamiento de un SCR (tirjstGorrientes de mantenimiento y de disparo.
1.2 Aplicaciones sencillas del SCR.

1.3 El Triac.

V. METODOLOGIA/RECURSOS :

Se realizan exposiciones donde se fundamentamiaeptos tedricos y se ejecutan ejercicios y dsefio
practicos. Se forman grupos de analisis y est@honplementacion con practicas de laboratorio.

V. EVALUACION :

La evaluacién de la asignatura se realiza con éasees evaluaciones parciales escritas con umn tcakd
del 50%, la evaluacién de la parte experimentatdedo es del 20% y un exdmen final de toda laniaate
con valor del restante 30%.
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